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청

청 항 1 

쇄   쇄 에 공 하는  공  듈;

양각   쇄 ; 

상  쇄 에 맞물  하는  포함하는 것 고,

상  쇄  양각 에 착  가 에 사 는 것 고,

상  쇄  는 끓는  80℃ 하  매  포함하는 것  특징  하는,  식  통한 마

컨택 프린  시 .

청 항 2 

삭

청 항 3 

1항에 어 ,

상  매는 말단  가진 매  것  특징  하는,  식  통한 마 컨택 프린  시

.

청 항 4 

3항에 어 ,

상  매는 1,1,1,2,2,3,3-헵타플루 -3- 시프 , 1,1,1,2,3,3-헥사플루 -4-(1,1,2,3,3,3-헥사

플루 프 폭시)- 탄,  1,1,2-트리 -1,2,2-트리플루 에탄,  1,1- -1-플루 에탄,   

타플루 프  루어지는  택 는 1  상  것  특징  하는,  식  통한 마

컨택 프린  시 .

청 항 5 

1항에 어 ,

상  쇄   고  재질  것  특징  하는,  식  통한 마 컨택 프린  시 .

청 항 6 

5항에 어 ,

상   고  재질  실리  고 , C3-20  알킬 사슬  포함하는 고   재질, 또는 가 립

단층   재질  것  특징  하는,  식  통한 마 컨택 프린  시 .

청 항 7 
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6항에 어 ,

상  실리  고 는 폴리 틸실 산  것  특징  하는,  식  통한 마 컨택 프린  시

.

청 항 8 

6항에 어 ,

상  C3-20  알킬 사슬  포함하는 고 는 폴리(3,3'''- 도 실 쿼  티 ) 또는 폴리(3-헥실티 )  것

 특징  하는,  식  통한 마 컨택 프린  시 .

청 항 9 

6항에 어 ,

상  가 립단층  타 실트리 실란 또는 도 실트리 실란  것  특징  하는,  식

통한 마 컨택 프린  시 .

 

   야

본   식  통한 마 컨택 프린  시 에 한 것 다.[0001]

 경  

지 않아 다가  비쿼  시 에 는 든 사물에 주민  같  ID  여하고,  보 , 상 할[0002]

 도  앙 리체계가 는 보 시 가  것 다. 보 시  실 하  한  보  주고

  는 플 , RFID 등   등  가  량 가 실   는  필 하다.

러한 도체   등  생산 공  등  고가  치나 극한  공  어 는 , 특[0003]

 에 막  하  해 재료  상하거나  또는 상 등  공  복  행  해야 하므

 원가  는  한계가 ,  치(batch) 식  통한  생산  단  생산 

식과 에칭(etching) 등  한 생산 공  복  해 생산  지 않았다. , 고가  공 는

비쿼  시 에  필 한  량 생산하 에는 한계가 는 것 다.

재 지  개   쇄    ,  량  생산   가   생산할   는  Roll  to[0004]

Roll(R2R) 쇄 공   고 다. 상  R2R 쇄 공  가 각  쇄  하여  

 에  사,  프린 하여  십  내지   마    직  쇄하여  하는  공 다.

, e-paper, RFID-tag, Solar-Cell, Sensor, Flexible Display 등  , 는 비쿼  시 에 꼭

필 한  들 다.

R2R 프린  공     생산하는 식과는 달리 신문, 지, 포  등  쇄물  하는 [0005]

쇄    하는  한 , 처럼 쇄  하여 는  통칭하여

쇄 라고 한다. 러한 쇄  가   재 시   포럼에  한  같  마트 미 어

라고 하는, 지능  가지고  량생산  가능한  맞  생산  가능하다는 특징  가지고 

는 다.

한편, 내 공개 특허 2010-0003160 에 는, 가  다  캐비티  비한 그라비아  포함하는[0006]

 연 공   쇄 치  시한  다.

상   쇄 치는, 그라비아 에  캐비티에  진한 후,  닥 블 드  어낸 후[0007]

쇄 공  행하는 , 게 각 쇄  행할 경우 상  캐비티가  게 어야하고, 캐비티

가 어질 경우 쇄 는 비는   보다는 커야 하  문에 얇  비  쇄할  없는 한계  보

다.  비가   보다  경우에는 각에 차 는 가 에 사 지 않  가능   것
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다.

 같  에  캐비티( 각)  통한 각 쇄 는 고해상도   어 운 한계  었고, [0008]

에 양각 에   통해 에 사하고 하는  었 나, 가 각  에도 차  

문에 에 양각  만 사 지 않고, 상  문  해결하  해 도가 낮   사 하  각  

에 차는  양    나 도가 낮  경우 도가 어지게 어 양각  에 도 가 

묻지 않게 는 한계가 견 었다.

 내

해결하 는 과

본 들   식  통한 마 컨택 프린   개 하고   연 한 결과,  에 지가[0010]

낮  과 끓는  낮  매  사 하는  하는 마 컨택 프린  시  개 함 , 본

 하 다.

에, 본    식  통한 마 컨택 프린  시  공하는  다.[0011]

그러나 본  루고  하는  과 는 상에  언 한 과 에 한 지 않 , 언 지 않  또 다[0012]

 과 들  아래  재  당업 에게 하게 해    것 다.

과  해결 단

상  같  본   달 하  하여, 본  쇄   쇄 에 공 하는  공  듈;[0014]

양각   쇄 ; [0015]

상  쇄 에 맞물  하는  포함하는 것 고,[0016]

상  쇄  양각 에 착  가 에 사 는 것  특징  하는,  식  통한 마 컨[0017]

택 프린  시  공한다.

본  , 상  쇄  는 끓는  80℃ 하  매  포함하는 것  특징  한다.[0018]

본  다  , 상  매는 말단  가진 매  것  특징  한다.[0019]

상  매는  1,1,1,2,2,3,3-헵타플루 -3- 시프 (1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-3-methoxypropane),[0020]

1,1,1,2,3,3-헥사플루 -4-(1,1,2,3,3,3-헥사플루 프 폭시)- 탄(1,1,1,2,3,3-hexafluoro-4-

(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)-pentane),  1,1,2-트리 -1,2,2-트리플루 에탄(1,1,2-Trichloro-1,2,2-

trifluoroethane), 1,1- -1-플루 에탄(1,1-Dichloro-1-fluoroethane),  타플루 프

(Dichloropentafluoropropane)  루어지는  택 는 1  상  것  특징  한다.

본  또다  , 상  쇄   고  재질  것  특징  한다.[0021]

본  또다  , 상   고  재질  실리  고 , 또는 C3-20  알킬 사슬  포함하는 고[0022]

  재질, 또는 가 립단층   재질  것  특징  한다.

본  또다  , 상  실리  고 는 폴리 틸실 산(polydimethylsiloxane)  것  특징[0023]

한다.

본  또다  ,  상  C3-20  알킬 사슬  포함하는 고 는 폴리(3,3'''- 도 실 쿼  티[0024]

)(Poly(3,3'''-didodecyl quarter thiophene)) 또는 폴리(3-헥실티 (Poly(3-hexylthiophene))  것  특

징  한다.

본  또다  ,  상  가 립단층  타 실트리 실란(octadecyltrichlorosilane)  또는[0025]

도 실트리 실란(Dodecyltrichlorosilane)  것  특징  한다.

 과

본 에   식  통한 마 컨택 프린  시 , 쇄재료  탬프에 실시간 하는 [0027]

 가능한 고해상도 마 컨택 프린  비  공  , 8um 하   또는 생층  0.1
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m/min 상  도  해낼  는  가진다.

또한 상  시 에 해 생층  한 후, 생층 에 /무 물 쇄재료  하고, 생층  리프트[0028]

프(lift off) 또는 에칭(etching)할 경우, 고해상도  물/무 물  할  다.

도  간단한 

도 1  래 마 컨택 프린  원리  식 하여 나타낸 것 다.[0030]

도 2는 본  마 컨택 프린  시  나타낸 도 다.

도 3  본  시  통해 생층  한 후  하는 과  나타낸 도 다.

도 4는 본  시  통해 쇄   학 미경 사진  나타낸 도 다.

 실시하  한 체  내

본 들   식  통해 연   쇄가 가능하 도, 고해상도  쇄가 가능한 쇄[0031]

프린  시  개 하고  연 한 결과, 도 1과 같  마  컨택 프린 에 주 하 다.

상  마  컨택 프린 (mCP: micro-contact printing)  탬프( )에 재료  한 후  원하는 [0032]

에 시  시 는 쇄 , 탬프( )  가 쇄 해상도  결 하  문에 한 탬프

( ) 가공  고해상도 쇄 가능한  가지고 었다. 다만, 탬프에 재료  하는 시간  에

시간  매우 어  연   프린  가능하여, 재 식 는   가능하여 느

린 쇄 도  보 고 었고, 또한 복 한  상에 한 해가 어 는 재료가 매우 한

한계  보 다. 에  프린  식 , 그라비아 에  캐비티에  진한 후,  닥

블 드  어내는, 각    하는 식  다  연 어 나, 얇  비  쇄할 

없는 한계  등  재하 다.

에  식  통한 마  컨택 프린   개 하고   연 한 결과,  에 지가 낮  [0033]

 고  재료   쇄 과, 끓는  낮  매  포함하는  사 할 경우, 빠  도  고해상

도 쇄 공  행할  고, 양각 에   통해 에 사하는 것  가능하여, 얇  비

쇄할  다는 것  함 , 본  하 다.

에, 본 , 쇄   쇄 에 공 하는  공  듈;[0034]

양각   쇄 ; [0035]

상  쇄 에 맞물  하는  포함하는 것 고,[0036]

상  쇄  양각 에 착  가 에 사 는 것  특징  하는,  식  통한 마 컨[0037]

택 프린  시  공한다.

하, 도  참고하여 본  보다 상 하게 한다.[0039]

본   식  통한 마 컨택 프린  시  상 한 것과 같   공  듈(500); 쇄[0041]

(100);  쇄 에 맞물  하는 (400)  포함하는 것 , 쇄  시 에 한 것 다. 본 

시  도  도 2에 나타내었다.

도 2에  할  는 것과 같 , 본   공  듈(500)에 비  쇄  가 양각 (101)[0042]

 쇄 (100)  주 에 공 고, 상  쇄 에 어 는 양각 (101)  상 에 쇄  가

고 , 상  고  가 (300)에 사 는 과  통해 프린  행한다.

상  쇄  는, 끓는  80℃ 하  매  포함하는  사 하는 것 , 상  가 쇄 에[0043]

공 어 빠  고  통해  에 다. 에 상   에  재료( )가 에 사 는

것 다.  같  상  매는 끓는  10℃ 내지 80℃  매  하는 것  람직한 것 다.

상  매는 말단  가진 매  사 하는 것  람직한 것 , 1,1,1,2,2,3,3-헵타플루 -3-[0044]

시프 (1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-3-methoxypropane),  1,1,1,2,3,3-헥사플루 -4-(1,1,2,3,3,3-헥사플

루 프 폭시)- 탄(1,1,1,2,3,3-hexafluoro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)-pentane), 1,1,2-트리 -

1,2,2-트리플루 에탄(1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane),  1,1- -1-플루 에탄(1,1-
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Dichloro-1-fluoroethane),  또는  타플루 프 (Dichloropentafluoropropane)  등  매

할 경우, 양각 에 에  재료가 빠 게 고   는 것 다. 상  말단 (-CF  -CF2 

-CF3)  가진 매는 하  학식 1 내지 3과 같  태   다.

[ 학식 1][0045]

[0046]

[ 학식 2][0047]

[0048]

[ 학식 3][0049]

[0050]

상  쇄 ,  고  재질   것  사 하는 것  람직하다. 상  쇄   가 ,[0051]

쇄  가 에 게 사   도  하는 것 다. 

상  쇄  재질  상   고  재질  실리  고 , 또는 C3-20  알킬 사슬  포함하는 고[0052]

 재질, 또는 가 립단층   재질  하는 것 , 쇄 에  재료가 에 하게 

사   다는 에  람직하다.

상  실리  고 는 폴리 틸실 산(polydimethylsiloxane)   , 에 한 는 것  아니다. 또한[0053]

상  C3-20  알킬  사슬  포함하는  고 는  폴리(3,3'''- 도 실  쿼  티 )(Poly(3,3'''-didodecyl

quarter thiophene)) 또는 폴리(3-헥실티 (Poly(3-hexylthiophene))  것  람직하고, 상  가 립단층

 타 실트리 실란(octadecyltrichlorosilane)  또는 도 실트리 실란(Dodecyltrichlorosilane)

것  람직하다.

상  각 들  통상  식   체결/연결 어    태에는 한 지 않는다.[0054]

상  시   체  할  나, 도 3에 나타낸 것과 같 , 에   한 생층  [0055]

할 도 다. 도 3과 같 , 상  시  통해 생층  닝  , /무 물 쇄 재료  그 에 

하고, 생층  리프트 프 또는 에칭  통해  에  거하여, 보다 고해상도   할  다.

상  시  통해   학 미경 사진  도 4에 나타내었다. 도 4에  할  는 것과 같 ,[0056]

에 6 um  쇄  었  알  ,  같 , 각  포함하는 캐비티  등  하여

 사할 경우보다  얇아진 비  한 쇄가 가능하다는 것  하 다.  본  시

 통해 고해상도  쇄  빠  도  할  다는 것  하 다.

한 본   시  한 것 , 본  하는 야  통상  지식  가진 는 본 [0058]

  사상 나 필  특징  변경하지 않고  다  체  태  게 변  가능하다는 것  해

할   것 다. 그러므  상에  한 실시 들  든 에  시  것  한  아닌 것
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해해야만 한다.

도

도 1

도 2

도 3
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도 4
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